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Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:
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PARA REALIZAR DICHO PROCEDIMIENTO”
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COMPLEMENTO DE INFORMACION

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y
domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la
sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atencion a la reunion
sostenida con la examinadora, atentamente me permito presentar como complemento

de informacion la siguiente modificacion al pliego reivindicatorio.

1. Modificaciones al pliego reivindicatorio y el capitulo descriptivo

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 34 de la Decision 486 y en vista de las
observaciones realizadas en la cita por el examinador, se presenta en esta oportunidad
un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones, en donde se han

realizado las siguientes modificaciones:

e En atencién a las recomendaciones realizadas por la Examinadora,

en la Reivindicacion 1 la expresion “...) comprendiendo dicho
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procedimiento (...)” ha sido reemplazada por “(...) caracterizado
por los siguientes pasos (...)” y la expresién “(...) caracterizado

porque (...)” ha sido reemplazada por 4...) en donde (...)".
La nueva Reivindicacion 1 queda de la siguiente manera:

“Un procedimiento de recocido superficial de un sustrato plano
provisto de un revestimiento, caracterizado por los siguientes
pasos:

- desplazar el sustrato (1) provisto del revestimiento (2) a recocer
bajo una lampara flash (4) que emite una luz intensa pulsada,
estando la cara del sustrato provisto de dicho revestimiento
orientada hacia la lampara flash, e

- irradiar el revestimiento a recocer con la luz intensa pulsada
emitida por la lampara flash a través de una mascara (3) situada,
en una posicion fija con respecto a la lampara flash, entre la
lampara flash y el revestimiento a recocer y que comprende una
ranura cuyo eje longitudinal es perpendicular a la direccion de
desplazamiento del sustrato, estando la frecuencia de la lampara
flash comprendida entre 0,1 a 5 Hz y la velocidad de
desplazamiento del sustrato entre 0,1 y 30 m/min de manera que
cada punto del revestimiento a recocer reciba un pulso de luz,

en donde

la distancia entre la cara inferior de la mascara y la superficie del
revestimiento a recocer es como maximo igual a 1 mm,

y porque la forma y la extensién de la ranura son tales que el
revestimiento a recocer en todas las zonas en donde la intensidad
luminosa, que en ausencia de mascara llegaria al nivel del
revestimiento a recocer, es inferior a un umbral de intensidad
luminosa, denominado intensidad luminosa nominal, es ocultado

por la mascara.”

2. Claridad y concision del pliego reivindicatorio

Se le informa al despacho que con la modificacion realizada a la Reivindicacion 1, los

pasos de desplazar el sustrato e irradiar el revestimiento quedan incluidos dentro de la
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Reivindicacion proporcionando de esta manera novedad y nivel inventivo a la

invencion.

3. Nivel inventivo

Tal como se sefialé en el memorial de respuesta al examen de patentabilidad, ni el
Documento D1 ni el Documento D2 mencionan la posibilidad de obtener un

recubrimiento tratado homogéneo.
Mas aun ni D1 ni D2 divulgan que:

e La distancia entre la cara inferior de la mascara y la superficie del recubrimiento
a recocer sea como maximo igual a 1 mm, preferiblemente a lo sumo igual a 500

pgm e idealmente a lo sumo igual a 100 pym.

e Laformay la extension de la ranura son tales que el revestimiento a recocer en
todas las zonas en donde la intensidad luminosa, que en ausencia de mascara
llegaria al nivel del revestimiento a recocer, es inferior a un umbral de intensidad

luminosa, denominado intensidad luminosa nominal, es ocultado por la mascara.
Por lo tanto la invencion no es obvia en vista de los documentos D1y D2.

Finalmente se adjunta el comprobante de pago del segundo examen de patentabilidad

para su nuevo estudio y copia del pliego reivindicatorio modificado.

Sefor Director,

Mngarlta Castellanos Abondano

C.C. No. 39.779.654 de Bogota
T.P.A. No. 70.819 del C.S.J.

Calle 94A No. 7A-09 - Bogota, D.C.
Teléfono: 7560770

Bogota, D.C.

MCA/dp
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1. Un procedimiento de recocido superficial de un sustrato plano provisto de un
revestimiento, caracterizado por los siguientes pasos:
- desplazar el sustrato (1) provisto del revestimiento (2) a recocer bajo una lampara
flash (4) que emite una luz intensa pulsada, estando la cara del sustrato provisto

de dicho revestimiento orientada hacia la ldmpara flash, e

irradiar el revestimiento a recocer con la luz intensa pulsada emitida por la
lampara flash a través de una mascara (3) situada, en una posicidn fija con
respecto a la [dmpara flash, entre la |ampara flash y el revestimiento a recocer y
gue comprende una ranura cuyo eje longitudinal es perpendicular a la direccién
de desplazamiento del sustrato, estando la frecuencia de la lampara flash
comprendida entre 0,1 a 5 Hz y la velocidad de desplazamiento del sustrato entre
0,1 y 30 m/min de manera que cada punto del revestimiento a recocer reciba un
pulso de luz,
en donde
la distancia entre la cara inferior de la mdscara y la superficie del revestimiento a recocer es
como maximo iguala 1 mm,
y porque la forma y la extensién de la ranura son tales que el revestimiento a recocer en
todas las zonas en donde la intensidad luminosa, que en ausencia de mascara llegaria al
nivel del revestimiento a recocer, es inferior a un umbral de intensidad luminosa,

denominado intensidad luminosa nominal, es ocultado por la mascara.

2. El procedimiento segun la reivindicacion 1, caracterizado porque la ranura tiene una

forma sustancialmente rectangular.



3. El procedimiento segun la reivindicacién 1 o 2, caracterizado porque la frecuencia
de la [dmpara flash, el ancho de la ranura y la velocidad de desplazamiento son tales que al

menos 90%de los puntos del revestimiento a recocer reciben un solo pulso de luz.

4, El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado

porque el largo de la ranura es sustancialmente igual al ancho del revestimiento a recocer.

5. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado

porque el ancho del revestimiento a recocer varia entre 1 my 3 m.

6. El procedimiento seglin una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque

el ancho de la ranura esta entre 1 y 50 cm.

7. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque la velocidad de desplazamiento del sustrato provisto de un revestimiento a recocer

esta entre 1y 20 m/minuto (0,0167 m/s y 0,333 m/s).

8. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque el revestimiento a recocer comprende al menos una capa de un metal,
preferentemente una capa de plata, o al menos una capa de un o6xido conductor

transparente.

9. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado

porque la distancia entre la cara inferior de la mdscara y la superficie del revestimiento a



recocer es como maximo igual a 500 um.

10. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque la distancia entre la cara inferior de la mascara y la superficie del revestimiento a

recocer es como maximo igual a 100 um.

11. El procedimiento segln la reivindicacion 6, caracterizado porque el ancho de la

ranura esta entre 5y 20 cm

12. El procedimiento segln la reivindicacién 7, caracterizado porque la velocidad de
desplazamiento del sustrato provisto de un revestimiento a recocer esta entre 2 y 10

m/minuto (0,0333 m/sy 0,167 m/s).

13. Un aparato para el recocido superficial de un sustrato que comprende:

- una lampara flash (4) dispuesta para emitir una luz intensa pulsada,

- un medio de transporte (6) dispuesto para desplazar un sustrato plano (1) provisto
de un revestimiento a recocer (2) por delante de la [dmpara flash,

- una madscara (3) situada, en una posicion fija con respecto a la lampara flash y el
medio de transporte, comprendiendo dicha mascara una ranura cuyo eje
longitudinal es perpendicular a la direcciéon de desplazamiento del sustrato, y que
esta posicionada de manera que la luz emitida por la ldmpara flash sea proyectada
a través de la ranura en direccion del sustrato plano provisto de un revestimiento a
recocer,

caracterizado porque comprende medios de regulacién de la distancia entre la mascara



y el medio de transporte, ajustando la distancia entre la cara inferior de la mdscara y la

superficie del revestimiento a recocer un valor inferiora 1 mm.

14, El aparato segun la reivindicacién anterior, en donde la distancia entre la cara
inferior de la mascara y la superficie del revestimiento a recocer es como maximo igual a

500 pm.

15. El aparato segun la reivindicacién 13, en donde la distancia entre la cara
inferior de la mdscara y la superficie del revestimiento a recocer es como maximo igual a

100 um.
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